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Jpf ' . # - M ^ ft 4b & 40# 3? — ffl m ft 4b ># 42 

* * - *3 m M- & ' -S- *t - # & # <h ft 2 0*£ 

angstrom) • ® it t fa ft ^ % J£ $ — . M ^ 4 4a A 

# — M ft 4 6b^ • J. £. ft % - ffl 4 4a A # — ffl « 4 6^ 1 
i| 1 « ^ | » iflj t 14 ft # ^i#fi?iiSfillfi!fefi^ 

tb >cfe ' a itb # $-j t n ^ m % A ( 1 ) : 



IgF- CWjc L,) = Igf (W*< L 2 )(l) 



tin. 



M M 
W fa W #] % % 

L$r Ljfr %\ % 



m % m % - sl # m m i 



>ft m t% % 



— m m 

— w 4£ 



4m % 

4 4I&- 



W 4 6-^ X A : a A. 
ffl « 4 6^ -ft & ° 
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! 



JL*#«tfcW (7) 



m « 




mm 4 4^ it it 

3 84i % 



a 
aa 



# tb #4 K # ^ * # JSL ' ffia&&w*.Jr&; 

■f f - It € B a B It 3 64l # - M 4 44i it it £ 8- it 
£1 ZL % ~ & M a-fb^ 
4 6^ititt.^att^A^t^ 

# tb m $l >b 

Ife * * l# # * *l % - M ^4 4^ 
* ~ W & 4 64i it it 5t A *fr *t A • & & # B £ «. # « *•] 

% - mm 444i it it % & 



x % m 

it -k JSL ' 

it. 





— ffl & 

m z& & ' t ^ui i ^ 4 



#J II ^ 



it it 



* ? it 5$, € 
^Sitit-fe&i-Xil 



- ffl 

# & $ t 



4 4^. it it -fe * a m 

4 641 it it -fc & " * 



~ M & 4i it it % Jk 46* 
& A ( 1 ) ' *. # *b tt # a 



# -14 



4§ It ^ f a — *t ^ # m fit (scanning 
electron microscope, SEM)^c — ^ it A liE -f- 
(Transmission Electron Microscopy, TEM)#'Jit MOS 

& ft 4i m m it it -k jsl ft * & ' # # m m t % - m m 

% it % 4 % ~ m m % 4b J% 4 24i % £ Sl & m > 

P A % — 'b 2(M£ ( angstrom) 4i jfe |SJ /?. b£ > JL ± ^ 

* - w 4& 44a ^ ^ — m m 4 641 t it * m % #] % m ». 

f S'J S 1 1 t f 1 Vffij ^ ^.J ^ # - M ^& 44a JSL % — ^ 46 

a? j. ± 4i is ^ - ^ # m m m % -a m 1 1 % ~ bl # m m. m 





% 12 I 



i 



i » 4frW*LW (8) 

>& ft ' i-x 88 % A ( 1 iB 9 ffi 4 it it -k & • it ft a 

ft «. & * f it ^ € ft & m fc'J * ft 4f ^ & & ^ £p tit • 

ft Jl # >s£ & dj # nq & 4 64i ii. it -k ' & »T Pf- 4& ^ * #J 

#r * £ 4l * & ' ^ ^ it «. it ^ ^ ft. # ° 




a _L m it # ^ 

# #'J IE SI #r fft ^ ^ * 



W $l \k * #>J ' /L 4fe & W t f t 

4b M & ft ' £ ift 4 ^ #■ 



JL la 
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7F 4^ ffi ^- t£ *ft 



ffl - 5. ffl =. & # «fl * m - & M % 4t -f 5 




a 
aa 



30 
34 
38 
42 
46 



*>? & J& 

% ~ n m 

% ~ MOS 

W ^ H -fb ># 



a 
aa 



32 
36 
40 
44 



- & J£ 

- MOS 



B 

aa 



* - ffl & % 4b M 



- ffl m 




( metal-oxide semiconductor transistor' MOS 



transistor) 4iM*5ftit-fei!StW^* ' i& 3" & & & £ T 
?'J J$ : 

4b * * It € a B B It • J-«-lr4a^ffllf B a a ^** 

- # - ffl ; 

lb 4- * It % & It • JLt££~^r,$&4b>3£|tf 

- ^ — nq ; 



B 9 B It * * 




* #1 $ - 4 a 4b -f * It € b b b It - $ - Sl # M 
^ M % *A ( inverse gate leakage) & t&'$~&J^$ <l ib 

^ ^ It € b 9 b It ^ - J£ & # fel ^ € >)fL ; « a 

*»J ffl t£ $ - ^ # ffl >M % m. * i% % — Sl # ffl fa i 

%l * n % - m m *~ sa it jt & - — M#-*.ii.ntjfc£ - 

— W ^ it it & ° 




& jsl ft n " 
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3 . *» t tt # *J & ® % 4l 3" • * t « # - IW & *L lb 
Lf & $ nq & |L 4b yf ^ /?• & * ^ 20i£ ( angstrom) • 

4 . *» t # # *l la III * 1^ 4l >5r * ' * t « 9 - & 4 a 4b 
U- % It t B 9 a It a it t£ ^ — 4 |l -fb If- ft f; a B ff $ ^ 

Ul ^ 4 H 4b 4- It € a B a 4ft ( PMOS transistor) • 

5 . *» * Ifr * *»J jfc ffl # 4^ ^ >T * ' * t « fl £ t Jl #. & 

— 'J> ^ - 2^ # ( volt) 4: t 1 - 

6 . *» t tf # *j & S $ l^i 4l * • *+i**-**JMb 

! + * a t a a a it a a ^ ~ ^ m % it + it m a it % m 

4 ^ 4b ^ It € B B a It ( NMOS transistor) - 

7 . *» f 1fr 4MJ jfe ffl £ 6^ ^ 2r * > *tHittl#^ 

— 2t# (volt) ^ JL1 » 

8 . . *» t tt # m le. E $ 13i 2r ' ^ t t H ^ SI #. ^ 

% : [t*#— 5.4*M*fc«€3!L* ( ** * - ft? « 4L it it a. A. 

x i*#-M;&*.ii.i£-&£) ] = [ t| | ^- ^ # rfl^ i f >^ 

A ) ] • 
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i 



9. t # la I I II 

^ ^ ^ ^ © ^ i77 #J it 



3- & • * t « - a i* #. tit 

' i* £ — a *fc #, f& 




A 



10. *» t # -f- *>] ft ffl £ II 4l 3r ' % * t£ ^ - m. J* # fit 
^ ^ I. II: ® ^ ;l>J i (test key)i*3 ° 



B 
09 



11. - It * 3U - ^ & I I © ^ - ^ M H -fb -f 
( MOS transistor) 4^ Jty ^ Si it * & # 2r • >$r & & 

& m t n p m : 

e»^iiat-fe^L^il3t3L-at4Ljp--W*aA — 

si it ^ & e, it it £ & 4l # frl ; 



* m % - nq & ^ 

gate leakage) H t I 



$ — & # W ift ^ >7SL ( inverse 

m m ^ - t ^- sl ^ m & >m % 



/JIL ' 



A ) 



€ ail X t£ $ — ffl ^ ii it 

) -s- ( i£ £ - >5l # M # >^ 

3 • 



& x f£ 



ft 



- ffl 



it it 
ii it 



12. *» * 1fr *| ft ffi ' # Ml & ' * * t* % - W « « 
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\zLi%% — ® & M.tt *. lb 4 a A - $ ^ 

— ffl *e ^ 4b £ ' 3. i£ % - m & % 4b % & % ~ ffl & & 4b % • 

k ^ 1 ^1 |i] • 

13. *» t tfr JM! jfc ffl £ 1 2* 4l sir * ' *+tt#-Mtt|L 
Hb # & $ — A3 « |L 4b ,# ^ M- A ^ >h ifc 2 

( angstrom) 

14. t ft * *J « n * 1 1* ^ 2r & > 

La. ' « # — M 4£ ^ J5»J & - PSl! *L 4 ft 4b ^ f- ft t a s a ft 
PMOS transistor) ft Ity & - 

15. *» t *» #>J IE B9 * 1 4^ ^ 2r * » * t ^ ^ ^ f 1 #. 
Ur — * ^ -24fc # ( vo l t) ^ ^ M • 

I 1 6 . 4a t * * #'J la B9 % lim IT & ' *t«l - W*a. 

a n % — m m & m % - m ^ & M % ib % ft % & ft 

CNMOS transistor) ft Mtt- 

17. *•> t ft * *»J 4& HI * 1 6^ 4L * ' ^ tt^I^f I# 
^ - ( volt) ^ il » 

18. *» t ffr 4M»J 3& ffl £ 11^^^^: - 

«t^tS^^^^.3&^-fe7#JiS.i?g ' t£ $ — H. ^ #, t£ ^ i£ ^ 
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t i * m # £ Ift :- 2t 4 «■] ^ 4 H 4 b 4- * 4ft « a B B tft 4i fVj *£ it it A ft 2r * 

* 




r 
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